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- - La presente invención se re f ie re ,.a  d isp o s it iv o s  .r--.-.."

semiconductores p erfecc ion ad os,, y a  métodos perfeccionados 

para fa b r ic a r lo s ,'M á s  particu larm ente,, l a  invención, se re ­

f ie r e  a un método perfeccionado para hacer un contacto que 

perm ita una buena d isip ac ió n  térm ica en d isp o s it iv o s  semi­

conductores d e l tip o  de unión.

E l funcionamiento de lo s.d isp o sitiv o s.sem ico n d u cto  

r e s  de unión, t a le s  como lo s  .diodos y t r a n s is to r e s ,  engen­

dra un ca lo r superfin o , y l a  cantidad de ca lo r  engendrada 

aumenta con l a  -cantidad de energía o potencia manejada -



por loe d is p o s i t iv a s .  "Se-. ha"'descubierto que -durante e l  

funcionamiento de io s  t r a n s is to r e s ,  la  mayor p a rte  del 

ca lo r  ín t lt i l  engendrado por lo s  d isp o s it iv o s  .se genera 

en- l a  región  de co lecto r, Í31 ca lo r  a s í  engendrado duran­

te  e l  --funcionami-eáto- .débé - d iá ip ár  sé , '\y a  que', de no se r  - - 

a s í  l a  tem peratura del d isp o s it iv o  sube a un n ivel en .. 

a l  - cual l a  energía' tárBdca,.del semiconductor es su fic ie n ­

te  p ara  'e levar - e lectron es a , t  ravés '.d e l in te rv a lo  energó- 

t ic o  desde . la  banda, de' valen cia  a .la banda..de conducción 

de .modo que^'ei d isp o sitiv o ^ d e ja  de funcionar. Por; e s tá  

razón, , lo s 't r a n s i s to r e s  en los:'..cuáles .la,' g a lle ta , semi-.l 

conductora consta dé germanio 'no, funcionan en general , -f. 

a temperaturas, 'superiores a. unos 100S . 0. l a  d isip ac ió n  

del ca lo r  engendrado durante e l  fu n cion am ien to 'd el'd isr. - 

p o sitiv o  e s particularm ente importante en e l  caso de -

tr a n s is to r e s  de potencia, ya que l a  capacidad de t a le s  :.

d isp o s it iv o s  para manejar potencia viene lim itad a  por su - 

velocidad de enfriam iento.

3e vienen empleando d iv erso s métodos p ara  d is ip a r  

e l  c a lo r  engendrado por lo s  d isp o s it iv o s  semiconductores. 

Por ejemplo, un método empleado con siste  en encerrar e l  

d isp o s it iv o  semiconductor en un rec ip ien te  m etálico l l e ­

no de a ce ite  u otro líq u id o . Ahora bien, lo s  líq u id o s ge­

neralmente u t i liz a d o s  han resu ltad o  in s a t is f a c to r io s  por 

no.proporcionar la - su fic ie n te  d isip ac ió n  de ca lo r , y por­

que tienden a p erju d icar  la s  c a r a c te r ís t ic a s  e lé c t r ic a s  

d e l d isp o s it iv o  por a fe c ta r  de modo adverso l a  'su p e rfic ie  

del" c r i s t a l  semiconductor. ' ' '

Se viene u tilizan d o  otro método para d is ip a r  e l  ca­

lo r  de d isp o s it iv o s  t a le s  como lo s  t r a n s is to r e s  de poten-



'e ia  por a leac ión  -su p erfic ia l que 'incluyen,a l  menos uà elèe 

trodo metàl^ó'q.. -.qÙQ'.,;Sòb3pesalei'd.éllà' ^uipèrfiq'ie de la ;,g à lle -

- ta . semiconductora. .E sto sfdisposi.ti-vos. -se' viénen ad h ir ien -*

- ' do a unos -elem entosde--'aR's'oñcióir'or d isip ad o res de "ca lo r ,

5 q . que so n p o r  lo. general.iuhós .cuerp,o3'ìaet..àlioos relativa-'.^ 

mente grande's'-''%ue'Jabsorb,éu-eI'* c a lo r  por e l  .

. d isp o s it iv o . S ì  d isip ad o r térmico.' .traspasa e l  ca lo r, ab­

sorbido .al' chasis-dO Í aparato, o .directamente a layatmós- , 

:fe ra , que - és e l  d isipad or ...t4 i^o .o '..'f'i^  o d e fin it iv o . .Una  ̂, 

10 .^rave .dificultad- de este  ^método es la  de l l e g a r  a obtener .

- una conexión-d.e¿ b a ja  .re s is te n c ia  térmica, e.íii:re: e l  ''di'spO-."ññ 

s i t iv o  y e l  d isip ad or térmico m etálico s in  in tro d u cir  o tro s 

problemas- de 'fab ricación  ni .dañar e l d isp o s it iv o . .

.I"'-".-...Se 'han efectuado, intentos".de montar tran sisto re s-d e  

1$. potencia por a leac ió n  su p e r f ic ia l  en un d isipad or térm i- 

co m etálico , t a l  como un soporta de cobre, soldando, uno 

de lo s  e lectrod os de aleación  del d isp o s it iv o  directamente 

a l  soporte.. Sin embargo, - e ste  enfoque de. l a  cuestión  no .... 

ha resu ltad o  s a t i s f a c to r io .  Para obtener una .firme unión, 

20 e l  m aterial .de soldadura debe d iso lv erse  o a le a rse  con

e l  m ateria l del e lectrd o . Se ha v is to  que e s d i f í c i l  ev i-  - 

t a r  que. e l  m aterial de soldadura se d isu e lv a  o forme a le a ­

ción con l a  to ta lid a d  del e lectrodo , m odificando'así l a  

o'o'nfigur ación -del d isp o s it iv o . La presente so lic itu d  se 

25. . r e f ie r e  a un procedimiento- qué puede u t i l iz a r s e  para ób- . 

tener un buen contacto térmico con d isp o s it iv o s  semicon- 

ductores por a leac ión  su p e r f ic ia l  dotados* .de a l  menos una 

p e r la  e le c tró d ica  m etálica que sobresale  de l a  su p e rfic ie  

de una g a lle ta .  E l procedimiento r e su lta  .particularm ente 

30 . adecuado para  d isp o s it iv o s , semiconductores del tip o  de -

-  3 -
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..unión dotados d̂e ,un electrodo de. a leac ión  -de; i.ndi-e.t p ero 1.' 

puede m odificarse pai'a su. u t i l iz a c ió n  con -d ispositivoS  /" 

semiconductoras qUe tengan e lectrodos dé o tro s m ateria- / 

l e s .  - ' . , t - ' g /  '' "'gd'"' ' '  '''M'. - i r .

- Por co'nsigúlente,.. -el'' obfetop de:-.-l^.ihv'ención'''oonáls^/- 

_te e n un método .perfeccionado r a r a  rtontai*; q - u ^ n i r .' 

.p o sitivo  send conductor'.'a-'" una b^truotqr'á'' .de d is ip ac ió n  del 

c a lo r , a f in  de obtener', una mejor re fr ig e rac ió n , del diapo- 

sifiyo..sem icond.uctor,. gtg.g...g'gd..:---/-gt g i,;. . p/-''g.-..-.g''; -.r

/El anterior- objeto, mediante.,1a.-presente .,

d isp o sic ió n , que h áb ilita- un método/'perfeqoionado 'áe .ba- :*

- ja/tem peratura -pat'a e fectu ar una'unión conductora del - ,

c a lo r  entre un sopofte qhe. si'rye^'.d d isipad or del .. .calor ;'g. 

y -un 'd isp o s it iv o  semiconductor, que tien e  -aí,menos una -- i / i  

p e r la  e lec tró d ica . m etálica sobresaliendo de ,uná su p e r f i-  - 

c ié  del mismo. Sin Una forma p re fe r id a  d e l  invento, e l  mé­

todo comprende l a s  etapas de colocar en una cara.de una * 

base de apoyo o soporte una masa de una a leac ión  adecua­

da de bajo punto de fu sió n . La a leac ión  e le g id a  tien e  de 

p re feren c ia  un p unto de fu sió n  in fe r io r  a l  punto de fu sión  

de l a  p e r la  e le c tró d ica  y l a  base de apoyo, l a  masa d e ' 

a leac ión  puede, por ejemplo, tener l a  forma da un delga­

do d isco  o arandela. Ventajosamente, e l  volumen de la  - 

masa de a leac ión  es menor que e l  volumen de l a  p e r la  e lec  

tró n ica . La base o soporte es un cuerpo térm ica y e lé c t r i ­

camente conductor que tiene una masa relativam ente grande 

comparada con- l a  d e l d isp o s it iv o  semiconductor, y de pre­

fe re n c ia  se hace de metal. El d isp o s it iv o  se coloca sobre 

e l  soporte apretan do.e l electrdopdel d isp o s it iv o  contra.'., 

l á  masa de a leac ión . E l bonjtm tq,:,del..dispqsitivo la* ..masa
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de a leac ió n  y e l  soporte se caldea a una temperat'J&cá su

f ic ie n te  p ara  fundir la  masa de a leac ión , pero in fe r io r  

a l  punto de fu sió n  de la ,p e r la  e le c tró d ic a  y del soporte.

La masa de a leac ión  fundida d isuelve durante e s ta  etapa 

una parte  de l a  p e r la  e lec tró d ica , pero e l  volumen y l a  

temperatura de l a  a leac ión  fundida son in su f ic ie n te s  pa- -

r a  d iso lv er  toda la  p e r la  e lec tró d ica . 31 conjunto se ,en - - 

f r í a  a  continuación permitiendo que l a  a leac ió n  fundida

se so l id if iq u e  y procure l a  adherencia del d isp o s it iv o  

a l  soporte. Como e l  soporte e s tá  construido de un mate­
r i a l  térm ica y eléctricam ente conductor, y lalm asa de

l a  base, es relativam ente grande comparada con l a  masa idei 

d isp o s it iv o , l a  base'no só lo  proporciona un soporte mecá 

ìiico  y- un contacto e lé  et r i  co para e 1 d isp o s i t  iv  o, s i  no -

-que * se .-convierte tambióh- eh un d isip ad o r de ..calor para' ' 

e n fr ia r  ë l, conjunto - u n ita r io . S i a s í  conviene, èn e i  ih-

t è ^ o r  .d sl'':a isip '^òr"d é 'pcaÌo f ip ^ d e ii .pf everse' m edios- r e ­

f r i  g a ra n te sp o r  rc lr  cu lac i ón,. forzada^' dé--uh .flu ido.; -

A .continuációh se describe' e l  invento con, re feren ­

c ia  -al dibujo--adjunto,, :en el' cu al: 1

.-  .la  f ig u ra  1 es un alzadó -eh sección  fectal'y  en- 

déspíiegue de un d isp o s it iv o  semiconducto r que t i  ene- ahi.-.i,r.l-.'' '.i.' 

e lectrodo-m etálico , una masa'de' a leac ión  en forme de d i s - j

co y un soporte ' d e ib a se ;... '."ih -./i-

-  , l a  f ig u ra  2 ,es un alzado en, sección  re c ta  d e l  -

conjunto del d ispositivo-sem iconductor, l a  masa da a le a ­

ción y e l  soporte de base representados en la., f i g .  1, an­

te s  del Caldeo p re v is to  a lo s  f in e s  de adherencia o unión$

y

la  f ig u r a  3 e s  un alzado en sección  re c ta  del con



'- ' junto ilu s tra d o  en l a  f i g .  2, después de caldeado h astá  

unir e l  d isp o s it iv o  a l  soporte.

A lo s  elementos sem ejantes se l e s  ap lican  en todas 

l a s  f ig u ra s  numero de re fe re n c ia s s im ila re s .

5 En re lac ió n  con la  f i g .  1, e l  d isp o s it iv o  semicon­

ductor 10 de e ste  ejemplo es .ún. tr a n s is to r  de .potencia -- 

. por a leac ió n  su p e r f ic ia l ,  que comprende* ú n a ;g a lle ta  de. *-"

. - semiconductor 11, - dos e lectrodos 'rectífic.ad.(¿7.a8r''Í2;*. y-'*Í3/..
. ap licad o s por aleaci'ón.'eh'.posición coaxil.'a ' carao p r in c i-  

10 ' --- .pales .'Opuestas -de., là  g a l le ta  11, y un .contacto òhmico' de ',..;,

base 14..'a. la ';gallet'a ..' -En.,'este e j èmpio,*r...'.la''g 'a l le ta "11 co.ns- 

. t a  de,germ anio.d e l tipé^da'Jcondh"Q% vÍdaá,;.Ní'' lo s  dos e le c ­

trodos 12 y 13 con stan d e :.in d io , y e l  contacto de base 14, 

'.es un. á n ilio  ,de .-.niquel-' adherido' 'á'.'una 5cara mayor o p r ih c i -  

15 ' ".. p a l -,de la '.galleta,gen-. tprñb.;: ; a ddir aíe.otrod o:. re c t if ic a d o r *  

12.. R1 'electrodo '12 * es e l  menor de lo s  dos e lectro d o s, y. .

.. ,1 se u t i l i z a  cómo emisor del. t r a n s is to r .  Al emisor 12 se . ; 

le  a p lic a  u n c o n d u c to r e ld c t r ic o ló d e  conexión, d i e le c -  

trodo 13, que se convierte en e l .c o le c to r  del t r a n s is to r

20 ' terminado, tiene eir e ste  ejemplo un diámetro de alrededor

- de 4,5 mm. ..p .. ;g 'l- ;*.. g.;^g n
.... g ' La masa de aleación  16, en e ste  ejemplo,, es un d i s ­

co de 0 ,11  m ilím etros de e sp esar de 2,3 mm. de diámetro.

- Como e l  .e lectrodo de -colector en e ste  e jemplo 'const&.de-'.'

* in d io , l a  aleación ; u t i l iz a d a  conforme a. e ste  invento es 

. una a leación  capaz .de. d iso lv er  e l  indio,;** y' tien e .uñ 'punto'"- 

; de ih sió n  i  inferior.'.$1 d e l - in d io . ;;- (Í55_a C) ..'"Una a leac ió n  ;.. **- 

adecuada a e ste  propósito  consta. de 50% de indio y 50% 
de estaño, en peso . E l punto de fu sió n  de e s t a  a leación  

30 e s  de unos 117B C. Se observará que e l  volumen de l a  ma- .



s& de a leac ión  16 es menor que. e l 'd e l  e lec^ o d o  colector' 
 
13* de mogo que l a  ma's.a:.de a leación  16 es .demasiado" pe­

queña para , estando."fundida, d iso lv er  todo' e l  electrodo' 

co lecto r 13.' ' '

. l a  parte de la...aup3rficia .del soporte que .ha-de i r  unida 

a l  d ispositivo ., semiconductor, los...productos de oxidación., 

su p e r f ic ia l.' In  eáte ejemplo, un fundente adecuado con sis 

- te  en. ácido , o lorliidriop .de 10%. S$ coloca* pues, una-gota 

10 de ácido c lo rh íd rico  .al- 10% (no representada) sobre una. 

parte  determinada..de.,unaJc.ara mayor d e l sOporte,.17,' En';.' '.- 

'' e s ta  .'.gota se" coloca* sobre l a  cara mayor del soporte- 17, - 

, e l' discp.ll.6;;d9 laleáci'ónrdai' bajo, punto .de fu sió n , á  con- 

tinuación  se ,cp lo ca ''e l ..traA sistor 10 n.obre,.e l  dísoo 16 .;. 

15 y-se oprime e l  electrodo co lector 13. contra la .m asa

a leac ió n  16. 31 conjunto^ de tráhsístor,'Jm asa^ de, aleabión, 
y soporte que de e l lo  resul*ca se i l u s t r a  en l a  f i g .  2.

30 ". .r io r  a l  punto de fu sió n  del. electrodo co lac to r . l s t e  mó-

5 Es ventajoso u t i l i z a r  un fundente para  ex traer,, de

7



todo asegura e l  caldeo uniforme de todo e l conjunto a l a .  

tem peratura d esead a ,. R1 baño puede c o n s is t ir  en un f l ù i ­

do cualqu iera que tenga un punt o de e b u llic ió n  superior 

a l  punto de fu sió n  de l a  masa de .aleación , y sea  in e rte  , 

-con respecto  a l  d isp o s itiv o  semiconductor. Hay muchos p 
compt38) s to s  orgánicos qúe jtienen  un punto de e b u llic ió n  - 

superior a  1902 C y son in e r te s  con respecto  a lo s  d is -  

p o s it iv o s  serti conductor e s , resultando# por tanto# adecua­

dos como f ld id o s  para baños d estinados a  e ste  f in .  Como 

ejem plos de t a le s  compuestos orgánicos pueden c ita r se  

la s  s i l ic o n a s t  lan o lin a  aiihidra, lo s alcoh oles p o l ie t i -  

lé iiico s y l o s  alcoholes p o liv a le n te s , t a le s  como e l  e t i -  

le n g lic o l y l a  g lic e r in a . J3n e ste  e jem plo ,-e l cÓnjunto se 

sumerge durante un periodo de aproximadamente 30. segundos 

a 2 minutos en un baño, de g lic e r in a  mantenido a una tempe­

ra tu ra  de alrededor de 1323 C-a I4'$á -C,..-r.33úraate' e ste  p erío  

do, l a  masa'de a leac ión  se fuiide y d isuelve una pequeña --- 

-parte adyacánte del electrodo co lecto r," pero, l a _masa fan-d 

.dida permanece fen su r s i f io , '  y-:^.l'dyoIumeri,';y' la  temperatúrá.'

de ; l a  m á sa ' fund í da-]'.sp,h'' i  n stü 'i c ie n t  as- p a ra  d i. s.olv e r  ' tod o.: 'el 

-e lectro d o  ;'COds'-ót.pr'.^.E3L'b-oonju^th;'.ma.t.-'Saca'''entonces'''.de'Í'.'!3aao''*, 

y se  - e n f r í a ,  .perm itiendo que la]']*aléaoiùn;..'funàidà."se' s ó l i - . 

d ii'iq u e . y una e l  ' t r a n s i s t ó r  'a l; .soporte,;]] comò]. se  in d ic a  

en" i a ' l ' i g .  3, .laigiicerihapse.lqbìita]''..de'] ia,'''super^ 

. 'd is p o s it iv o .. lavando  e l  t r a n s i s t o r  -¿bntado,;.d u ran te  30 se-J-

fu n d o s/;eh agua-, c a lie n te  d e s ionizada# aolárañdo después - 

euragua 'fría;,corriehte.'''dturanté]'li;'minutoS';y;::'Secahdo'.Lel,:'dis

p o sitiv o  en a ir e .  .' l l - o  ' - - - i . 1-'  1] p l i '

. -.-.-Si bien e l . ,anterior..ejem plo se h a ;d e scr i%  .eh] 

c i¿ a  cQñ. uh]-%rànsistor - "de. poten cia del].]t'Ìpo 'PIiP# corno se '
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com prenderá, l a  in v en c ió n  e s  igu alm en te  a p l ic a b le  .a  o tr o s  

d i s p o s i t iv o s  sem icon d u ctores ene in c lu y en  un e le c tro d o  me­

t á l i c o  s o b r e s a l ie n te  de una s u p e r f i c ie .y  q u e 'n e c e s ite n  

s e r  montados, en u n .d is ip a d o r  dé c a lo r .  Por ejem plo /  .io s' 1 

. .t r a n s is to r e s  BPN 'que incluyen'' un, e le c tro d o  c o le c to r  por. 

a ia a o ló n  s u p e r f i c i a l  .ge ,p lo m o -arsén ico  o plom o-antim onio.,' 

pueden m ontarse de modo se m e ja n te  en un d is ip a d o r  de c a lo r ,  

p or medio "de una m asa de a le a c ió n  de plomo y e stañ o  "qué" 

te n g a  un,punto de fu s ió n  i n f e r i o r  a l  punto/de f u s ió n ;d e í  

e le c tr o d o  c o le c to r .  Pueden h ac e rse  o t r a s  m o d ific a c io n e s  

y v a r ia c io n e s  s i n  s a l i r s e  'por" e l l o  d e l  ám bito y e s p í r i t u  -

de l a  in v e n c ió n ...... .... ''

... .. ÍS.sta ' s o l i c i t u d  que -corresponde a  la .  presentada..en"" 

E .U .A ... e l  20bde A b r i l ,  '. de 1 .9 6 0 , . b a jó  e l  húmero ;.2'3.477,

.s'e ...acoge a  lo s .  b e n e f ic io s  d e l a r t í c u lo  51 d e l v ig e n te  E s­

ta tu to  so b re  P rop ied ad  I n d u s t r i a l .  " l  -  "

20

25.

30

Los puntos de invención ,propia y-nueva que sé pre­

sentan para  que sean  objeto de e s t a  so lic itu d  de Patente 

*,de-.- In v e n c ió n . en. .España, 'por .' VEINTE ,a h ó s ,so n . lo s  s i  gui en

" * 13 . -  Método de m ontaje de un d i s p o s i t iv o  sem icon­

d u c to r  que' con tien e , alómenos n n  e le q tro d o  m etá lico * que 

so b r e s a le  de una s u p e r f ic ie  d e l. mismo, ' caracterizádo ._  p o r 

l a s  e ta p a s  de: c o lo c a r  una m asa de una a le a c ió n  de b a jo P  

punto de . fu sió n : en contacto , con .un .sop orte  ...o base de. apo- 

-.y'o d e .' m e ta l, *,s ien d o  'd ic h a ' a le a c ió n . caoaz¡' de- d iso lv e r , e l  '*'

Sg.':
# r

HK$p

X ' ,T.y.
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m aterial e lectród ico  a'una temperatura in fe r io r  a l  .punto \..- 

de fu s ió n  de -dicho e lectrodo , .p'ero siendo .e l volumen de

dicha masa de a leac ión  demasiado pequeño para, d iso lv e r  , 

todo e l  citado electrodo ; oprimir dicho electrodo d e l 

5 d isp o s it iv o  co n trad ich a  masado a leac ió n  y caldear e l  

conjunto de dicho d isp o s it iv o , dicha masa de a leac ió n  

y dicho soporte a una temperatura in fe r io r  a l  punto. de 

r .. fusió.n.de ...dicho; electrodo* pero ./su fic ien te-para  fundir ái-- -

d iso lv er  una p à rte  'de, díchó "elecr/'--*" 

10l'-- '.."trodo.;'..y-enfriar, despuós 'dicho,.- conjunto permitiendo que " 

dicha aleación  fundida se  so lid if iq u e  y una dicho d isp o­

s i t iv o  a dicho soporte,

. 2S. -M éto d o  conforme a  l a  r e iv in d ic a c ió n  1 , c a ra c - -  

-* t e r iz a d o  p o r e l  hecho de que e l  c a la o  d e l  con jun to  de d i -  

15 cho d i s p o s i t iv o ,  d ich a  masa de a le a c ió n  y d ich o  so p o rte  

se  e f e c t d a p o r . in m e r s ió h  de d ich o , con junto  en un baño -  

" -manteìiido a  una .tem perátu ra-su perior/, a l  punto de fu s ió n  

de d ich a  a l  e ac i  6 n p  e re  /i.nf e r i  q r  a l  p unto d. e f  u s ió  n d  e/ d i  -  

//..,/!-/ -d io  e le c t r o d o ,// c o n s is t ie n d o  .dicho' baño en un f là id o  que. .

 ̂20.../ ' ' tiene un. punto- de .e b u ll i  ción supe r io r  a l  punto de ' fu sión

- de dicha a leac ió n  y. es in erte  con respecto* a dicho d ispo- ,

s i t iv o ;  y por e l  de que e l enfriam iento de dicho conjunto 

--*' se e fectda  a l  sacar  dicho conjunto del baño c itad o . -

33. -  Método conforme a l a  re iv in d icac ió n  2,. carac- ; . 

25 terizad o  por e l  hecho de que dicho bailo co n siste  en un -

. compuesto orgánico *qu,e: tiene un púiá^'otde.:.;.ebuldiói.ón*, supe-

. r i  or- a 1903 C. .....i-'--'.;; -t-''! ' .1-1';'-:''-''

! / !  r  - *" ". '4 a-,.. Método, o o n f or re a l a  re iv in d icac ió n  2 y -an_ e l .

"--/*; / cual r d i olio d isp o s it iv o  Semico aductor comprende un t r a n s ís -  . 

3Q to r , caracterizad o  por e l  hecho de que e l  electrodo

R3M';'
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lioo  qué Sobresale áe dicho d isp o s it iv o  comprènde e l  e le c ­

trodo co lecto r y consta de una a leac ió n  de in d io ; por e l  de 

que dicha masa de a leac ión  de bajo puntó de fu sió n  co n sis­

te  en una a leac ió n  de 50% de indio  y 50% de estaño, en pe­

so ; por e l  de que dicho baño con siste  en g lic e r in a  calen-, 

tada a I 4O8. C; y por e l  de que dicho conjunto se  sumerge 

en dicho baño durante unos 30 segundos aproximadamente.

5 s . -  Método conforme a cualqu iera de l a s  re iv in d i- .

caciones precedentes, caracterizado  por e l  hecho de que 

primero se a p lic a  a dicho soporte o base m etá lica  de apo­

yo una gota" ge fundente; y "por e l  desque dicha aleacién." 

de bajo  punto de fu sión  se., coloca en dicha gota sobre d i­

cho soporte. i  _

ós. -  Método de montaje de un d isp o s it iv o  semicon­
ductor^

Tal y como se ha d e sc r ito  en l a  Memoria que antece­

de, representado en el.-dibujo ..que se. acompaña y con l o s  -- 

f in e s  ..que se han e s p e . o i f i c a d o . J ' ' ; . -

ñ sta  Memoria consta de sonce, h o jas ...'escritas a máqui-

-  11  -
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